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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月10日(2014.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル領域のドナーまたはアクセプタの濃度Ｎｄ［ｎｍ－３］（ただし、Ｎｄ＜１０
－３）と酸化シリコン換算のゲート絶縁物の厚さｔｏｘ［ｎｍ］とチャネル長Ｌ［ｎｍ］
の間に、Ｎｄ

１／２×ｔｏｘ×Ｌ＜１［ｎｍ１／２］という関係があり、
　前記ゲート絶縁物に接して設けられたインジウム、錫あるいは亜鉛の少なくとも一つと
窒素とを有するｎ型半導体とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　チャネル領域のドナーまたはアクセプタの濃度Ｎｄ［ｎｍ－３］と酸化シリコン換算の
ゲート絶縁物の厚さｔｏｘ［ｎｍ］とチャネル長Ｌ［ｎｍ］の間に、Ｎｄ

１／２×ｔｏｘ

×Ｌ＜１［ｎｍ１／２］という関係があり、チャネル領域に接するエクステンション領域
と、
　前記エクステンション領域とソースあるいはドレインのいずれか一に接するハロー領域
と、
　前記ゲート絶縁物に接して設けられたインジウム、錫あるいは亜鉛の少なくとも一つと
窒素とを有するｎ型半導体とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記ｎ型半導体は、その仕事関数が５．０電子ボルト以上であることを特徴とする半導
体装置。
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